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Mitsubishi Electric utvecklar teknik for omvandlare med hdg effekttathet

med inbaddade komponenter
Bidrar till att minska storleken pa kraftelektronikutrustning

TOKYO, 25 mars 2020 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkdnnagav idag att man har
utvecklat en ny teknik for att integrera kraftenheter, passiva komponenter, sensorer och andra inb&ddade

komponenter i samma substrat, som foretaget anvander i en dubbelriktad DC/DC-omvandlare pa 100 kW
(kontinuerlig) for att uppnd vad som tros vara varldens mest effekttata” stromomvandlare, klassad for
136 KW/L, eller med atta ganger hogre effekttathet an konventionella omvandlare. Den nya tekniken
forvantas bidra till att minska storleken pa kraftelektronikutrustning.

- Enligt forskning fran Mitsubishi Electric fran den 25 mars 2020

Bypasskondensator  SiC MOSFET

Komponenter,
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Ett omvandlarblock Komplett omvandiare

Demonstratér av den nya omvandlaren med hog effekttathet pa 136 kW/L (24 x 18 x 1,7 cm)
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Viktiga egenskaper

Mitsubishi Electrics nya integrationsteknik gor det mojligt att reducera parasitinduktansen i den
omkopplingbara stromslingan till mindre &n 1/10 jamfort med konventionella omvandlare. Den resulterande
rena omkopplingen mojliggdr snabb kommutering for hoga driftfrekvenser i féalteffekttransistorer med
metalloxidhalvledare (MOSFET) i Kkiselkarbid (SiC). Tekniken leder till betydligt mindre passiva
komponenter, exempelvis reaktorer for stromutjamning och kondensatorer som tar upp mycket utrymme i
DC-DC-omvandlare.

Bakgrund och information

Nar storleken pa de stromomvandlare som anvands i kraftelektronikutrustning reduceras &r ett av de
huvudsakliga malen att anvanda dem i reaktorer. Mitsubishi Electrics nya teknik minskar parasitinduktansen
i den omkopplingbara strémslingan till mindre an 1 nH™", vilket ger en hog driftfrekvens som innebér att
reaktorer kan goras &nnu mindre, vilket ger hogre effekttéthet.

*

: nano-Henry, dér H &r enheten for elektrisk induktans och n &r enheten 10°

Néar det galler konventionell teknik for stromomvandlare &r parasitinduktansen i den omkopplingbara
stromslingan stor eftersom férpackningen bestar av tradbindningar och passiva komponenter utanfor holjet
(réd linje i fig. 1 nedan). Omkoppling vid hdg hastighet med stor parasitinduktans orsakar betydande
spanningsoscillationer (rod vagform i fig. 2), som kan skada kraftenheter och ¢ka ljudnivan. For att undvika
den har typen av problem ar omkopplingshastigheten avsiktligt begransad (svart vagform i fig. 2), men lag
omkopplingshastighet ar ineffektiv eftersom forlusten per kommutering ar stor (fig. 3). Begransad, hdg

driftfrekvens hindrar ocksa reducering av storleken pa reaktorer i stromomvandlare.

Mitsubishi Electrics nya teknik gor att komponenter kan baddas in i samma substrat, vilket minskar
parasitinduktans i den omkopplingsbara stromslingan (rod linje i fig. 4) till under nano-henry-nivéaer (mindre
an 1 nH). Det resulterar i att stromomvandlaren kan véaxla i hog hastighet, en inbyggd och énskad funktion
hos SiC-enheter (fig. 5). Eftersom omvandlaren kan anvandas med hdg frekvens (fig. 6) kan storleken pa

passiva komponenter forminskas med s mycket som 80 %.

Framtida utveckling

Ytterligare integreringsnivaer utforskas genom anvandning av flerfunktionella komponenter.
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Fig. 3 Schematiskt diagram som visar forlust (konventionell)

Miljomassiga fordelar
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Begransad hog effekttathet

Fig. 6 Schematiskt diagram som visar forlust (ny)

Hogre effekttathet

Den nya tekniken bidrar till att minska det utrymmet som upptas av kraftelektronikutrustning.

Hi#

Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nastan 100 ars erfarenhet av att tillhandahalla
tillférlitliga och hogkvalitativa produkter och &r en erkénd global ledare inom tillverkning, marknadsféring
och forséljning av elektrisk och elektronisk utrustning som anvénds i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric stravar efter att vara ett globalt och ledande gront foretag
som berikar samhéllet med teknik genom att anamma andemeningen i foretagets motto, Changes for the
Better, och dess miljéredovisning, Eco Changes. Foretaget noterade en forsaljning pa 4 519,9 miljarder yen
(40,7 miljarder dollar*) under rakenskapsaret som slutade den 31 mars 2019. Har hittar du mer information:

www.MitsubishiElectric

.com

*Med en véxelkurs pa 111 yen mot den amerikanska dollarn, vilket var kursen pa Tokyobdrsen den

31 mars 2019
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